Amplificador de Pequeiia Sefial con Transistores Bipolares

Termostato: componente que abre
o cierra un circuito eléctrico en
funcién de la temperatura.

Termistor: resistencia eléctrica
que varia su valor en funcion de
la temperatura.

Galga: resistencia eléctrica
que varia su valor en funcion
de las deformaciones en la
estructura del material.

Antena: en presencia
de un campo
magnético se induce
una corriente alterna
en la antena y un
voltaje entre sus
terminales.

Piezoeléctrico: al ser sometidos a
tensiones mecanicas adquieren
una polarizacion eléctrica en su
masa, apareciendo una diferencia
de potencial y cargas eléctricas en
su superficie

Aplicacion de un amplificador de pequeiia seial:

Parlante: La sefial eléctrica se aplica sobre la bobina
cilindrica de hilo que esta unida al diafragma. La bobina

Micréfono: la vibracién del diafragma genera entonces un campo magnético sobre el el iman
provoca el movimiento de una bobina movil fijado a la membrana. Al vibrar el iman, se mueve

o cinta corrugada anclada a un iman también la membrana. Al vibrar la membrana, mueve el
permanente, con lo que se genera un aire que tiene situado frente a ella, generando asi
campo magnético, cuyas fluctuaciones son variaciones de presién en el mismo, o lo que es lo
transformadas en tension eléctrica. mismo, ondas sonoras.
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Modelo de Parametros Hibridos
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Encontrar la ganancia y la impedancia de entrada si Re = 4 KQ y se quiere
una maxima excursion simétrica.

Tarea:
Para el siguiente circuito encontrar la ganancia de voltaje Av = Vo/Vi
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